Bipolarnetranzistory

o ZoslInovace,
* Bezkontaktne spinace,
 Redlizatory logicke funkcie 1, O,
» Svetelné zosiinovace (fototranzistory).
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Bipolarnetranzistory

Bipolarny tranzistor je trojvrstvova
polovodicova suciastka.
» Usporiadanie vrstiev moze byt dvojake :
a) PNP alebo b) NPN.
o Tranzistor madva priechody P—N.

» Priechod J; (emitorovy) pélovany
Vv priepustnom smere a J, (kolektorovy)
V zavernom smere.
e Kazdavrstvatranzistoraje vyvedenana
elektrodu, ktoré maju tieto nazvy:.
E - emitor, B - baza, C - kolektor.

— Obr.- analdgia s diodami
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Pre ¢innost’ tranzistora je potrebné, aby v Strukture PNP vznikol
tranzistorovy jav. Nevyhnutnou podmienkou st dva priechody v opacnom
usporiadani - priepustny (J,) a zaverny (J,).

Z technologického hr'adiska zakladnou poziadavkou pre vznik
tranzistorového javu je silna dotacia primesi v polovodici v oblasti
emitora a slaba dotécia polovodi¢a v oblasti bazy a kolektoru. Sirka
bazy mabyt ¢o nggmensia.
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Cez emitorovy priechod J, sa majoritné nosice z polovodica emitora injektuju
(vstrekujU) do oblasti bazy. V baze dochadzak rozptyl'ovaniu nosicov,
pricom iba nepatrné mnozstvo nosi¢ov rekombinuje s vor'nymi nabojmi
opacneho typu. Prevazujlca vacsina nosicov sa po kratke) drahe dostane do
blizkosti kolektorového priechodu, kde vplyvom silného elektrického pol'a
kolektorove oblasti sanosice urychl'uju a dostavaj U sa do polovodica
v oblasti kolektora. Prad pretekajuci kolektorom je pritom takmer rovnako
vel'ky ako prud emitora, pretoze iba nepatrné mnozstvo nosi¢ov vyvolava
prud pretekajuci cez bazu.

Z uvedeného vidime zosilnovaciu ¢innost’ tranzistora, pri ktorgj emitorovy
prud ovladany vel'mi malym napétim U, (radovo desatiny volta) ovliada
kolektorovy prud pri napéti podstatne vyssom (radovo desiatky voltov).
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Zapojenie bipolarneho
tranzistora

Bipolarny tranzistor je mozné zapojit’ trojakym sposobom:

a) so spolo¢nou bazou, h) so spolocnym emitorom, C) S0 spolo¢nym kolektorom

Nagj ¢astej Sie pouzivanym zapojenim tranzistora, ngjmavo vykonove
elektronike, kde tranzistor ma funkciu polovodic¢ového spinaca, je zapojenie so
spoloénym emitor om.
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Jednosmerné statické
charakteristiky

Charakteristicke vlastnosti tranzistora nam vystizne ukazuju jeho
jednosmerne staticke charakteristiky

Pracovné oblasti:

Prevodové [mA] | ./ ] ) |. Zaverna— BT je v nevodivom
St dolezite prenavrh — cpar akteristiky / ) Vﬁ:ﬂ;‘;k (vypnutom stave)
spinacieho obvodu. . =f() / ] n © ?r (U y [1. Aktivna—zosilnovacie ucinky BT
C - B = 7 7 7
Je tu mozné vypogitat Uge = konét. 7 ¢ = I1l. Nasytena— BT sachovalen ako
prdové zosilnenie B. / ‘\'B spinac (je len vo vodivom stave).
Plati: Iz =B. | / 60 mA
5 c / 40 mA
____________ 0 A
.
s (A Uce [V]
PreUce=0je Uge = kondt.
charakteristika : _ - o
. \‘ Pre pracu BT je dblezité, ze teplo vznikajuce
podobna . ! L .
. Vstupné Uge vykonovou stratou nesmie prekrocit’ pripustnu
chia\rakte_nmke ) char akteristiky [Vl teplotu kolektorového priechodu.
diody, t.. vstupné Uge = f(1,) U kremikového BT jeto menej ako 200 °C

napétie Ugz musi
byt vacsie ako
prahoveé napétie
(0,3-0,6 V).
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